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 要  旨 
 超伝導ジョセフソンデバイスは磁束量子を情報担体とする有望な量子デバイス
である。ジョセフソンデバイスには積層型接合、グレインバウンダリー接合、膜
厚変化型ブリッジ(VTB)、ランプエッジ型接合などがあり、広く研究されている。
その中の1つであるランプエッジ型接合は厚さわずか数100nmという下部電極の膜
厚によって接合面積が制御できるので、接合パラメータであるIc、Rnのバラつき
が小さいという利点がある。 
 本研究では高温超伝導体のNdBa2Cu3O7-δ(NBCO)をa軸配向させ下部電極として用
い、1枚の基板上に基板b軸方向からc軸方向まで5方向のランプエッジ接合を作製
し、電気的特性の方向依存性を調べることを目的とした。 
 まず、DCマグネトロンスパッタ装置でNBCO薄膜をLSGO(100)基板上に堆積した。
a軸配向していて、かつ臨界温度Tcが高い薄膜を作成するには温度傾斜法が必要で
ある。シード層を650℃で20分、温度傾斜15分、高温層を750℃で3時間堆積させた
ところa軸配向度94％、面内配向度83%、Tc＝82KのNBCO薄膜が作成できた。 
 次に、NBCO薄膜上に層間絶縁層としてLSGOをイオンビームスパッタ装置で500nm
堆積させた。Auを保護膜として蒸着した後、フォトリソグラフィーとArイオンエ
ッチングにより下部電極をパターニングした。フォトレジストリムーブ後、ラン
プエッジ表面にArイオンビームを数分当てて界面エッチングを施し、さらに上部
膜堆積装置内で界面アニールを施した。界面エッチングと界面アニールの2つの工
程を界面改質といい、ここでランプエッジ接合特性が決まると考えられる。続い
て上部YBCO薄膜を堆積し、堆積チャンバから取り出した後は下部電極と同様にパ
ターニングをして上部電極を形成した。 
 界面エッチング時間や界面アニール条件を変えていくつかの試料を作製し接合
の電気的特性を調べたところ、エッチング時間により界面のアモルファス層の形
成に違いがあることがわかった。さらに、400℃での低温界面アニールと640℃で
の高温界面アニールとでは、後者の方がアモルファス層の再結晶化にとって良い
条件である事もわかった。 
 接合の電気的特性については、臨界電流Icの磁場依存性が現れた試料を幾つか
作製することが出来た。磁場依存性から求めたジョセフソン電流Ijはd波対称性に
よる接合方向依存性が見られた。 
 
 
